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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a stacked structure comprising a receiver substrate and a surface film,
the method comprising the following steps: a) providing a carrier substrate and an initial substrate, each having a front face and a back
face, b) forming a buried weakened plane in the carrier substrate or in the initial substrate by implanting light ions through the front face
of either of said substrates, c) joining the carrier substrate and the initial substrate via their respective front faces, d) mechanically and/
or chemically thinning the initial substrate from its back face to form a donor substrate comprising a donor layer originating from the
initial substrate and arranged on the carrier substrate, and the buried weakened plane present in the carrier substrate or in the donor layer,
the donor substrate having a front face on the side of the donor layer and a back face on the side of the carrier substrate, ¢) providing
a receiver substrate having a front face and a back face, f) joining the donor substrate and the receiver substrate via their respective
front faces, g) separating along the buried weakened plane so as to form the stacked structure comprising the receiver substrate and
the surface film including all or part of the donor layer.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure empilée comprenant un substrat receveur et un film
supetficiel, le procédé comprenant les étapes suivantes : a) la fourniture d'un substrat support et d'un substrat initial, chacun présentant
une face avant et une face arriére, b) la formation d'un plan fragile enterré dans le substrat support ou dans le substrat initial, par
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implantation d'ions légers a travers la face avant de I'un ou l'autre desdits substrats, c) 'assemblage du substrat support et du substrat
initial par leurs faces avant respectives, d) 'amincissement mécanique et/ou chimique du substrat initial par sa face arriere pour former
un substrat donneur comprenant une couche donneuse issue du substrat initial et disposée sur le substrat support, et le plan fragile
enterré présent dans le substrat support ou dans la couche donneuse, le substrat donneur présentant une face avant, du coté de la couche
donneuse et une face arriére du coté du substrat support, ) la fourniture d'un substrat receveur présentant une face avant et une face
arriere, f) l'assemblage du substrat donneur et du substrat receveur par leurs faces avant respectives, g) la séparation le long du plan
fragile enterré, de maniére a former la structure empilée comprenant le substrat receveur et le film superficiel incluant tout ou partie
de la couche donneuse.



